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The crystallographic, electrical, and magnetic properties of the system La,-,Sr,VO, have been 
investigated as a function of x. An insulator % m&al transition appears for x= 0.225 ; it may be des- 
cribed as a Mott-Anderson transition in an impurity band. 
L’kvolution des propri6tks cristallographiques, Bectriques et magnttiques au sein du systkme 
La-,Sr,VOa a Btt Btudike en fonction du taux de substitution x. Elle met en evidence une transi- 
tion isolant ti m&al pour x r 0.225; celleci est d&rite comme une transition de type Mott- 
Anderson dans une bande d’impuretk 

Les systkmes d’oxydes ternaires du vana- 
dium comportant la structure perovskite 
ont Ct6 peu ttudits jusqu’ici. Reuter et 
Wollnik, Btudiant le syst&me La,-,Sr,VO,, 
ont p&par6 une strie de cristaux corres- 
pondant & 0 < x < 0.50, dont la r6sistivitc5 
diminuait avec x (1). Au tours d’un travail 
antdrieur relatif & ce mCme systbme, nous 
avions nous-m@mes mis en Cvidence une 
Bvolution des proprittts des electrons qui 
devenaient itinCrants lorsque x croissait (2). 
Sur la suggestion de Mott, nous avons repris 
et ddvelopp6 cette Ctude avec l’intention de 
prkciser la nature de 1’6volution de Y&at 
d’electrons d localis& qui est celui de LaVO, 
vers un &at collectif (3). 

Resultats Experimentaux 

Le processus rkactionnel utilisk est le 
suivant : 

[(l - x)/2]La,O, + xSr0 + [(l - x)/2]V,O, 
+ xV0, --f La,-,Sr,VO,. 

Des mClanges correspondant P 0 < x < 1 
ont ttt intimement broyts en boite & gants 
ultra-s&he, de man&e ?t Bviter l’hydratation 
de l’oxyde SrO. 11s ont ensuite et6 trait& & 

1400°C en tubes de platine scellts sous argon 
U, pendant 48 heures. Les traitements thermi- 
wes, renouveli% plusieurs fois et entre- 
coup& de broyages en bolte & gants, ont CtB 
suivis d’une trempe & temperature ambiante. 

L’analyse radiocristallographique g tem- 
perature ambiante met en kvidence trois 
domaines successifs correspondant aux com- 
positions : 0 < x 5 0.23; 0.23 < x 5 0.40, et 
0.4O<X< 1. 

Les diffractogrammes relatifs aux composi- 
tions 0 < x 5 0.23 ont BtB indexes B l’aide 
d’une maille orthorhombique de type GdFeO, 
(groupe d’espace Pbnm, D::), ceux relatifs B 
0.23 < x 5 0.40 d’une maille rhombotdrique 
de type LaCoO, (groupe d’espace Rk, 
D$). Pour x > 0.40 les spectres cornportent 
outre les raies de diffraction de la phase 
limite (X = 0.40) des raies supplementaires 
dont les plus intenses peuvent &tre attribuees & 
l’orthovanadate Sr3VzOs; ce r6sultat est 
significatif de la tendance & la dismutation du 
vanadium +ZV, tendance d’autant plus mar- 
quee que le taux en strontium est plus BlevC. 

Le diagramme de phases temphature- 
composition reprBsent6 B la Fig. 1 montre 
que les phases mises en Evidence B 300°K 
pour x < 0.40 correspondent aux variCtts 
allotropiques MI et R de LaVOJ (4). 
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FIG. 1. Diagramme de phases tempkrature-compo- 
sition. 

Nous avons reprCsentt 2 la Fig. 2 l’Cvolution 
avec x des parambtres de la pseudomaille 
orthorhombique pour la phase MI et de la 
maille multiple hexagonale pour la phase R. 

Le diagramme de la Fig. 1 comporte, 
outre les domaines dCfinis par l’kvolution 
avec x des tempbrature TI et T, associkes 
respectivement aux transitions pseudo- 
quadratique $ pseudocubique (M,, % MI) 
et pseudocubique % rhombokdrique (iHI % 
R) de LaVO,, un domaine de symktrie cubique 
qui apparait A une tempkature T3 (3-5). La 

(b) 

FIG. 2. Variation en fonction de la composition: 
(a) dela pseudomaille orthorhombique de la phase i%& ; 
(b) de la maille multiple hexagonale de la phase R. 

(62’31, 

FIG. 3. Variation en fonction de x de l’klatement 
extrapolk g 0°K (d2@, des raies de diffraction d’indices 
220 et 004 de la pseudomaille orthorhombique de MI. 

temptrature relativement klev&e A laquelle se 
produit cette dernibre transition n’a permis 
sa mise en evidence que pour x 2 0.20. 

La tempkrature Tl dkcroit linkairement 
avec x juqu’g x = 0.20 (dT,/dx N -3” par 
atome% de Sr). La courbe reprbentke B la 
Fig. 3 donne l’kvolution en fonction de x A 
0°K de l’klatement (d28)0 da & la transition 
Mr 3 M,, des raies de diffraction d’indices 
004 et 220 de la pseudomaille orthorhombique 
de MI; les points ont Ctk obtenus en extra- 
polant jusqu’8 WK les courbes A28 =f(T) 
pour des valeurs de x F 0.20. (A28), tend vers 
0 pour x N 0.23. On peut done admettre que 
Tl dkroit rapidement au-de18 de x = 0.20, 
comme l’illustre l’extrapolation propode A 
la Fig. 1. 

La conductivitk Clectrique a Ctk mesurke sur 
barreaux frittk selon la technique des “quatre 
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FIG. 4. Variation du logarithme de la conductivitk 
avec l’inverse de la tempkrature absolue. 
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FIG. 5. Variation de l’bnergie d’activation en 
fonction de la composition dans la phase MI. 

pointes alignees” (6, 7). Elle varie de facon 
trb sensible avec le taux de substitution du 
lanthane par le strontium. Pour de faibles 
teneurs en ions Sr2+ la conductivitt dans les 
phases MI et M,, augmente exponentiellement 
avec la temperature; en revanche, pour les 
teneurs tleveesen Sr2+, le rapport dg/dTchange 
de signe pour la phase M,, devenant negatif 
au voisinage de X, 2: 0.225. Nous avons 
represente a la Fig. 4 les courbes logo = 
f(T-I) relatives a quelques compositions. 
Contrairement a ce qui se produit pour 
LaVO, lui-mCme elles ne cornportent aucune 
discontinuite a Tl (3). 

L’energie d’activation AE est la m&me 
pour ies deux phases MI et M,,. 11 semble 
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FIG. 6. Variation thermique du coefficient Seebeck. 
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FIG. 7. Variation en fonction de la tempkrature de 
l’inverse de la susceptibilite magnttique molaire. 

cependant que do/dT tende a diminuer aux 
tres basses temperatures (T < 100°K). AE 
dtcroit trbs rapidement avec x et tend vers 0 
pour x, N 0.225 dans la phase MI (Fig. 5). 

Remarque. I1 ne faut pas perdre de vue 
que les mesures de conductivite ont Cte 
effect&es sur barreaux frittes, de sorte que 
devrait &tre prise en consideration en toute 
rigueur l’existence dune barriere de potentiel 
aux joints de grains introduisant une faible 
Cnergie d’activation. Nous observerons toute- 
fois que x = 0.225 correspond a des points 
remarquables dans l’evolution des pro- 
prietes cristallographiques. 

Les variations thermiques du coefficient 
Seebeck CL mesurt sur des fractions des 
barreaux frittts destines aux mesures de 
conductivite sont representees a la Fig. 6 
pour quelques compositions caracteristiques. 

La susceptibilite magnetique des tchan- 
tillons a BtC determinte a I’aide d’une balance 
de Faraday et d’un magnetometre de type 
Foner (8,9). 

L 
0 QlO wo 4x, x. 

FIG. 8. Variation avec x de la tkmperature de NCel. 
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TABLEAU I 

x T(“W d&/dT I&l (“K) C&em.K/mole) p,,,(& P~I&~B) 

0 TN<T<420 
420 < T < 800 C:‘w. 

T>840 C.W. 
0.05 TN<Tc300 f 

300s T< 680 c. w. 
T> 680 c. w. 

0.10 TN<Tc300 
300~ T-L 680 CL 

T>680 C.W. 
0.20 T,<T<380 f 

380<.<640 C.W. 
T>640 

0.225 TN < T-c 130 c 
130s T< 300 Pauli 

_ T>300 
0.275 Ti 130 < 

130$T<450 Pauli 
T>450 i’ 

C. W. = Curie-Weiss (dXGl/dT constante). 
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La Fig. 7 donne les variations en fonction 
de la tempkature des susceptibilitks ma- 
gnCtiques molaires rikiproques relatives & 
quelques compositions. 

Les phases correspondant & x 6 0.20 sont 
antiferromagnktiques a basse tempkrature. 
La temperature d’ordre TN diminue lindaire- 
ment avec x selon la m&me loi que la tempkra- 
ture de transition cristallographique T,(dT,/ 
dx z dT,/dx N- -3” par atome % de Sr) (Fig. 
8). Aucune composante ferromagnkique cro 
mesurable n’est observke en dessous du point 
d’ordre sauf au voisinage immkdiat de x = 0 
(3). 

Aucun ordre magnttique n’apparait claire- 
ment entre 100°K et la temperature de 
l’helium liquide pour les compositions x > 
0.20, c’est-&-dire riches en strontium, ttudides. 

Le comportement de la susceptibilitk dans 
le domaine paramagnttique s’avkre complexe. 
Aucun accident remarquable sur les courbes 
&l(‘(T) ne peut Ctre associk aux transitions 
cristallographiques observkes (T,, T3) (Fig. 7). 
Les principales caractkistiques des courbes 
obtenues sont rassemblkes au Tableau I; nous 
y avons adjoint celles relatives g LaVO, 
(X = 0) (3). Dans ce m&me Tableau I sont 

egalement reportkes les valeurs du moment 
magnktique effectif calcult d’aprb la rela- 
tion : 

Pth6or = 2.83[(1 - x)&3+ + xCv.s+]“’ (1) 

dans l’hypothkse d’un blocage total du mo- 
ment orbital (C,,+ = 1 .O et Cv4+ = 0.375). 

Interpretation des Resultats Experimentaux 

(1) L’Cvolution avec x B temperature 
ambiante de la structure au sein de l’intervalle 
de composition 0 < x 5 0.40 est conforme g 
l’accroissement du facteur de Goldschmidt t 
dCfini par la relation : 

t = (rA + MKW2(rB + rdl (2) 

oti A et B repksentent respectivement les 
ions en sites dodkaedrique et octakdrique, et 
X l’anion (10). t augmente en effet lors de la 
substitution d’ions V3+ par des ions V4+ plus 
petits et d’ions La3+ par des ions Srz+ plus 
gros [rv3+ = 0.64, r++ = 0.59, rLa3+ = 1.32, 
rSr2+ = 0.44 et ro2- = 1.40 selon la rbfkrence 
(ll)l. 
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Cet effet sterique peut expliquer Bgalement 
la dtcroissance des temperatures de transition 
T2 et T3 (Fig. 1). Nous noterons l’analogie 
Btroite entre l’evolution de T2 et celle de la 
temperature de transition orthorhombique% 
rhomboedrique dans le systeme LaMnO,,, 
(12). Cette derniere comporte tgalement un 
point d’inflexion au voisinage de 300°K 
pour 21 % environ de Mn4+, valeur voisine 
de celle observee pour V4+ sur la diagramme de 
la Fig. 1. Cet accident a et& attribue a la 
destruction complete de l’ordre entre les 
quatre orbitales vides coplanaires de l’ion 
Mn3+ (t&e,‘) responsable de la distorsion 
orthorhombique (13). I1 serait cependant 
hasardeux d’etendre ce raisonnement au 
systeme CtudiC. L’effet Jahn-Teller, beaucoup 
plus faible pour un ion V3+ (t&ego) que pour 
un ion Mn3+, joue probablement un role 
mineur dans la distorsion observte pour la 
phase M1 de LaVO, (4); il serait surprenant 
que l’effet Jahn-Teller dfi aux ions V3+ 
disparaisse pour un m&me taux d’ions de 
configuration Clectronique differente que 
celui dQ aux ions Mn3+ [22.5’/, d’ions V4+ 
(t&ego) environ]. On peut penser en fait que 
l’effet sterique est preponderant dans la 
variation de T,(x), l’inflexion de la courbe en 
dessous de 300°K &ant probablement associee 
a la delocalisation electronique. 

La temperature Tl peut &tre associte a la 
temperature d’ordre TN qui en est probable- 
ment la limite superieure (4); nous expli- 
querons l’evolution de TN lors de la discussion 
des proprietes magnttiques. 

(2) Les proprittts de LaVO, carac- 
ttrisent une localisation Clectronique dans les 
orbitales t 2*, du vanadium 3+ en accord avec 
une energie de transfert cation-anion b 
inferieure a la valeur critique b, de 
Goodenough pour la transition electrons 
localids-electrons collectifs. 

La substitution des ions La3+ par des 
ions Sr2+ plus basiques entraine un renforce- 
ment de la liaison rc(V - 0) qui est en com- 
petition aupres des m&mes orbitales de 
l’oxygbne que la liaison o(A - 0) (14). La 
substitution simultanee des ions V3+ par des 
ions V4+ plus covalents entraine le renforce- 
ment de la liaison af,V - 0). 11 en resulte une 
augmentation du parambtre de superechange 

b avec X. Par ailleurs la presence pour x > 
0 d’un nombre non entier d’electrons d par 
atome de vanadium entraine une diminu- 
tion de b, (1.5). 

On pouvait done s’attendre a une evolution 
progressive avec x croissant de proprietts 
d’un Ctat d’electrons localises vers celles d’un 
&at d’electrons collectifs. Une telle evolution 
s’observe effectivement; elle met en evidence 
une transition semiconducteur-metal pour 
x N 0.225. 

L’introduction d’ions V4+ dans le rtseau 
V3+03 de LaVO, tree des porteurs mobiles, 
de sorte que le nombre d’electrons par atome 
et par orbitale dCgCnCrte devient inferieur a 
1. I1 Ctait important de savoir si l’energie 
#activation mesuree Ctait associee a la 
variation du nombre de porteurs de charge, 
a leur mobilite p ou aux deux. 

L’examen de la Fig. 6 montre que dans 
le domaine semiconducteur (X < x,) le co- 
efficient de variation thermique du pouvoir 
thermoelectrique dajdT change de signe pour 
0.10 <Xl < 0.15. 

(a) Pour 0 -c x < x1, da/dT < 0 implique 
que le nombre de trous n’est pas constant. 
Dans cet intervalle de composition la variation 
de la concentration en porteurs de charge joue 
done un role non negligeable dans la conduc- 
tion. Nous appellerons Eb la contribution de 
ce mecanisme a l’energie d’activation. 

Dans la mesure oh la conduction peut 
&tre attribuee a un seul type de porteurs se 
deplacant au sein d’une bande avec un libre 
parcours moyen superieur a la distance inter- 
atomique, le coefficient Seebeck varie lineaire- 
ment en l/T conformtment a la formule 
usuelle : 

(3) 

expression dans laquelle A est un terme 
associt a l’tnergie cinetique des trous libres 
(m 

Nous avons represent6 a la Fig. 9 les 
valeurs mesurees de a relatives a x = 0.05 
et x = 0.10 exprimees en unites 2.3 kBle 
(2.3 (kJe> = 198 p V. K-l) en fonction de 
l’inverse de la temperature absolue. Nous y 
avons adjoint les variations du logarithme 
de la resistivite p relatives aux memes com- 
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FIG. 9. Variation en fonction de l’inverse de la 
temperature absolue de la r6sistivit6 et du coefficient 
Seebeck exprimt en unit& 2.3 ks/e. 

positions. La comparaison pour une m&me 
valeur de x des energies d’activation deduites 
de la partie lineaire des courbes a =f(103/T) 
et logp =f(103/T) montre que pour les deux 
compositions AE comporte un terme dEi 
a l’activafon de la mobilite (AE > Eb). 
La dependance thermique de a est essentielle- 
ment regie en effet par le nombre de porteurs 
libres si la densite d’etats au niveau de Fermi 
est constante; en revanche la variation ther- 
mique de p depend a la fois du nombre de 
porteurs et de leur mobilite. 

La Fig. 9 revele par consequent pour 0 < 
x < x1 la superposition d’un mtcanisme 
d’excitation des porteurs dans une bande de 
conduction et d’un mtcanisme de sauts 
actives. Le role de ce dernier s’accroit pro- 
gressivement avec x au detriment du premier 
mecanisme qui en revanche est probablement 
preponderant pour les trb faibles valeurs de 
x: doc/d(l/T) decroit beaucoup plus vite en 
effet que dp/d(l/T) lorsque x augmente 
(Fig. 9). 

(b) Pour x1 < x < x,, la variation ther- 
mique de a suggere la preponderance dun 
mtcanisme de sauts activts. En effet, lorsque 
I’tnergie d’activation pour la conduction est 
faible, le comportement du pouvoir thermo- 
Clectrique peut &tre decrit par la relation 
habituellement appliquee aux metaux : 

a=(;)(3y!g. (4) 

Si la conduction se fait par sauts actives 
selon une loi 0 = aOexp[-E&T)] la relation 
(4) devient : 

dln co dE,, 
k,TdE-TE (5) 

et M croit avec la temperature (27). 
I1 convient d’expliciter maintenant les 

mecanismes ainsi mis en jeu a la lumiere du 
modele de Mott relatif aux semiconducteurs 
extrindques a bandes Ctroites (17, 18). 

Nous avons schematise a la Fig. 10 les 
divers mecanismes susceptibles d’intervenir 
dans les processus de conduction. 

Les trous que constituent les ions V4+ sont 
susceptibles d’etre pieges, en particulier 
pour les faibles valeurs de X, au voisinage des 
ions Sr2+ qui portent une charge effective 
negative par rapport aux ions La3+. Leur 
liberation, c’est-A-dire la creation d’un trou 
dans la bande de valence, necessiterait alors 
une tnergie El de la forme : 

El 21 e2/(cd). (6) 

Dans cette expression E represente la constante 
dielectrique et d la distance moyenne Sr2+ - 
V4+ (19). Cette Cnergie E, diminue lorsque x 
augmente par suite de l’accroissement de E 
dQ B l’augmentation du nombre des associa- 
tions polaires Sr2+ - V4+ (20). Dans la mesure 
oti les porteurs V4+ libtres sont des polarons, 
leur mobilite peut necessiter une activation 
EA (Fig. 10). Ce mecanisme peut effectivement 
rendre compte des proprietes observtes pour 

oooooooooooopo 
0@0@0@0*0@0@%0@ 
000~0000~.000?.0 
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0 0 0 OE’.l 0 0 0 do 0 0 0 0 
0~0~0@0@0.0@20@ 
00000000~~00O00 

l se 
0 02- 

FIG. 10. RepAentations schtmatiques des m& 
canismes susceptibles d’intervenir dans les propriMs 
de transport. 
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O<x<x,: AE=E,+E, (avec E,=E,); il 
est cependant probable qu’il n’est prepondt- 
rant que pour les faibles valeurs du taux de 
substitution pour lesquelles la contribution 
essentielle a AE serait El. Mais l’existence de 
la transition isolant%mCtal conduit a en- 
visager tgalement un autre mecanisme de 
conduction (17). 

Une Cnergie E2 peut ainsi btre definie comme 
celle requise pour prendre un porteur au voisi- 
nage d’un ion S?+ et le placer sur Pun des z 
sites situt au voisinage d’un autre ion Sr2+ 
(z = 8) (Fig. 10). Dans ces conditions la densite 
d’etats pour les porteurs de charge peut Ctre 
reprtsentee par deux bandes de Hubbard 
de largeur w, correspondant aux Btat (Sr2+ - 
V4+) et (Sr’+ - 2V4+), separees par une 
Cnergie U (18, 21) (Fig. 11). E2 = U- w, 
represente alors l’excitation des porteurs 
dans la bande superieure de Hubbard, 
autrement dit I’tnergie necessaire au passage de 
P&at (Sr2+ - V4+) & un &at (Sr2+ - 2V4+). 

Lorsque x augmente les bandes de Hubbard 
s’elargissent et tendent a se recouvrir. Deux 
effets peuvent contribuer a leur Clargissement : 

l’existence d’un champ Clectrostatique 
statistique dQ a la distribution akatoire des 
ions Sr2+. 

I’accroissement de l’integrale de re- 
couvrement par suite de la diminution des 

FIG. 11. Reprksentations schbmatiques de l’kvo- 
lution avec n de deux bandes d’knergie pour des 6tats 
B1(SrZ+ - V4+) et B2(SrZ+ - 2V“+). 

distances entre sites d’impurete (cet effet est 
probablement reduit par la formation de 
polarons V4+). 

E2 decroit progressivement lorsque x 
augmente (wJUf ). Le comportement metal- 
lique devrait &tre observe lorsque le taux de 
substitution du lanthane par le strontium est 
suffisant pour entrainer un recouvrement 
partiel des deux bandes de Hubbard, tous les 
Ctats ttant pleins jusqu’au niveau de Fermi 
pour lequel la densitt d’etats h’“(E,) com- 
Porte une valeur finie, mais un minimum 
profond. Cependant le desordre issu de la 
repartition statistique des ions Sr2+ peut 
entrainer l’apparition d’un potentiel pertur- 
bateur V,, aleatoire suffisamment Cleve pour 
localiser au sens d’Anderson les ttats situ& 
au niveau de Fermi jusqu’a des seuils de 
mobilite EC et Ei separant les Ctats localises 
des Btats collectifs (Fig. 11) (18, 22). Un 
mecanisme de sauts actives dans les Ctats 
localists correspondant a une Cnergie E3 = 
E,, s’instaure alors a basse temperature 
[relation (5)]; a temperature plus Clevee le 
mecanisme d’excitation des porteurs au 
seuil de mobilite est predominant (Eb = E2 = 
[EF - EJ), les deux mtcanismes pouvant 
coexister dans un certain domaine de tempera- 
ture. 

Lorsque x -+ x,, II& - EC1 + 0, mais avant 
la transition le mtcanisme de sauts (I$) 
represente la contribution essentielle a la 
conduction. Plusieurs auteurs ont montre 
que E3 devait tendre lineairement vers 0 
selon une fonction en (xc - x)~” (22-24). A 
la Fig. 12 nous avons parametre en (xc - x)“’ 
la courbe de la Fig. 5, en prenant X, = 0.225. 
Un comportement lineaire est effectivement 
observe pour 0.09 5 x < x,. 

AE (mr!!) 

FIG. 12. Variation en fonction de (x~-x)~‘~ de 
l’knergie d’activation pour la conduction. 
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I1 est difficile en fait de &parer pour 0 < 
x < x1 les contributions respectives de E, et 
E, a Eb, E2 se substituant progressivement a 
El. En revanche il est probable que pour 
x1 < x < x, le mecanisme preponderant est 
un mecanisme de sauts activb (Es) dans des 
Ctats localises au sens dAnderson au niveau 
de Fermi. 

Les contributions B AE des divers meca- 
nismes correspondent lorsque x croit 5 la 
succession : 

o<x<x, x1 < x < x, 

E,+E,+E,+E,+-E,. 

Le modele ci-dessus rend done compte de 
facon satisfaisante de l’evolution avec x des 
proprietts electriques. La transition isolants 
metal & x, apparait comme une transition de 
type Mott-Anderson dam une bande d’im- 
purete. 

Remarque. La diminution de (do/dT) aux 
environs de 90°K suggere une variation en 
exp[-E,/(k,T1/4)] de la conductivite g tres 
basse temperature en accord avec le modele 
de Mott (Fig. 4) (17, 18). 

(3) Dans l’approximation du champ 
moleculaire, la temperature de NCel est 
don&e par la relation : 

k,T,=-$Je,zS(S+ 1) (7) 

expression dans laquelle z est le nombre de 
proches voisins magnetiques d’un cation 
magnetique de spin S, et J,, < 0 l’integrale 
d’echange qui entre dans l’hamiltonien 
d’Heisenberg (25). 

L’abaissement de TN resulte probablement 
essentiellement de l’effet de dilution des 
spins par suite de la substitution partielle 
du vanadium +fll (SE 1) par le vanadium 
fZV (S N +) (Fig. 8). 

L’allure des courbes x&‘(T) dans le domaine 
paramagnetique rappelle le comportement 
propose par Mott dans l’hypothese oti les 
porteurs de charge formeraient des polarons 
de spin en orientant les moments des proches 
voisins (Fig. 7) (18). L’accroissement de x;(T) 
a haute temperature correspondrait alors 9 la 
destruction de ces polarons; x2(T) tendrait 
alors asymptotiquement versuncomportement 

de type Curie-Weiss, les moments devenant 
libres. 

Remarque. Nous noterons l’analogie Ctroite 
entre le comportement de x&‘(T) pour x = 
0.275 et la variation theorique proposee par 
Goodenough et al. pour les phases LaNiO, et 
LaCuO, de structure perovskite a distorsion 
rhomboedrique, metallique Cgalement, mais 
pour lesquelles subsistent quelques correlations 
(26). 

Conclusions 

L’Ctude du systeme Lal-,Sr,VO, a permis 
de mettre en evidence une transition isolants 
metal pour une composition critique corres- 
pondant B x, N 0.225. 

L’evolution avec x des proprietes Clectriques 
s’explique de facon satisfaisante a l’aide du 
modele de Mott relatif aux semiconducteurs 
extrindques a bandes Ctroites, dont la mise en 
oeuvre resulte du remplacement du lanthane 
par le strontium et de l’accroissement du degre 
d’oxydation moyen du vanadium (18). Pour 
les faibles valeurs de x, bien que la creation 
des porteurs V4+ rbsulte d’une substitution 
dans le sous-reseau cationique des La3+, la 
perturbation c&e par les ions Sr2+ semble 
&tre suffisante pour pieger les trous au voisi- 
nage du strontium. La conduction serait alors 
assuree par un mtcanisme de liberation des 
porteurs (El) ; ceux-ci constituant des pola- 
rons, leur mobilitt est probablement activee 
(EA). Lorsque x croit davantage, s’ttablirait 
un mtcanisme d’excitation des porteurs d’un 
site d’impuretes B l’autre correspondant a 
une Cnergie E2. A ce mecanisme se substitu- 
erait progressivement au sein de la solution 
solide un processus de sauts actives (Es) dans 
des Ctats localists au niveau de Fermi; ces 
ttats situ&s dans la pseudobande interdite 
issue du recouvrement partiel de deux bandes 
de Hubbard resulteraient du desordre du a la 
distribution statistique des ions Sr2+. 

La transition isolant%mCtal est ainsi 
d&rite comme une transition de type Mott- 
Anderson dans une bande d’impurete. Le 
critere d’Anderson pour la transition (VO/wO 21 
(V,,/w&) serait rempli pour x, -0.225, l’e- 
nergie d’activation tendant lintairement vers 0 
avant la transition selon une loi en (x, - x)9’5. 
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